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１．概要（Summary） 

非平衡蒸発分子の速度分布計測において蒸発分子線

源となる気液界面の安定的な作製・保持が実験の確度を

左右し重要である。実験にあたりサブミクロンスケールの

細孔を多数有するアレイ膜とその支持層からなる多段構

造を有する細孔板デバイスが必要なため、武田 CR の設

備を利用しMEMS加工技術により作製することとした。今

回はその作製手法の確立を目指し、加工を施した細孔板

の構造を検証した。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
高速大面積電子線描画装置、光リソグラフィ装置 MA-6、

8 インチ汎用スパッタ装置、高速シリコン深掘りエッチング

装置、汎用 ICP エッチング装置、形状・膜厚・電気特性

評価装置群、ステルスダイサー、クリーンドラフト潤沢超純

水付、電子顕微鏡、簡易電子顕微鏡 
 
【実験方法】 

多段構造を実現するために二層の埋込酸化シリコン膜

を有する厚さ 575 µm の Double SOI ウエハを用いて加

工し、目的の構造が得られるか検証した。支持層側の多

段エッチングはスパッタした Al 膜と AZ レジストによる二

層のマスクで保護した D-SOI チップを、SPTS MUC-21 
ASE-Pegasus装置のSPT high rateレシピによるDRIE
で作製する。中間の埋込酸化層の除去についてはフッ酸

を用いたウェットエッチングと ULVAC ICP-RIE CE-300I
装置によるドライエッチングの二通りのプロセスを検討す

る。作製した細孔板は CR 内の形状・膜厚・電気特性評

価装置群や走査型電子顕微鏡を用いて構造を評価し

た。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
レーザー顕微鏡 オリンパス LEXT OLS5000 を用い

て作製した細孔板の断面プロファイルを得た（Fig. １）。 

 

Fig.1 z profile of nanoporous substrate 
フッ酸を用いたウェットプロセスは確実な埋込酸化層の

除去に有効であったが、Al マスクも除去してしまう問題が

見つかった。一方、汎用 ICPエッチングによるドライプロセ

スでは円柱細孔奥に存在する酸化層の除去は難しいこと

が分かった。 

また、作製直後の細孔板や、実験に使用した細孔板に

は不純物とみられる微細な付着物が認められたため、

EDX 解析を行った。これらの付着物は細孔板を設置した

流路内のコンタミと考えられることを確認した。 
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